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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成20年10月16日(2008.10.16)

【公表番号】特表2008-530769(P2008-530769A)
【公表日】平成20年8月7日(2008.8.7)
【年通号数】公開・登録公報2008-031
【出願番号】特願2007-551253(P2007-551253)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  29/78     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/28     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ３０１Ｇ
   Ｈ０１Ｌ  21/28    ３０１Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  21/28    ３０１Ｒ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１７Ｍ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１７Ｊ

【手続補正書】
【提出日】平成20年8月27日(2008.8.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板と、
　前記半導体基板上に設けられた界面層と、
　前記界面層上に設けられた高誘電率（ｋ）の誘電体と、
　前記高誘電率（ｋ）の誘電体上に設けられたＴｉＣゲート金属と
　を含む、半導体構造。
【請求項２】
　前記半導体基板が、Ｓｉ、Ｇｅ、ＳｉＧｅ、ＳｉＣ、ＳｉＧｅＣ、Ｇａ、ＧａＡｓ、Ｉ
ｎＡｓ、ＩｎＰ、他のII／IV族またはIII／VI族の化合物半導体、有機半導体、または層
状半導体の１つを含む、請求項１に記載の半導体構造。
【請求項３】
　前記半導体基板がＳｉ含有半導体材料である、請求項２に記載の半導体構造。
【請求項４】
　前記界面層がＳｉ、Ｏ、および任意選択的にＮの原子を含む、請求項１に記載の半導体
構造。
【請求項５】
　前記界面層がＳｉＯ２、ＳｉＯＮ、およびそれらのシリケートを含む、請求項４に記載
の半導体構造。
【請求項６】
　前記界面層が４.０乃至２０の誘電率および０.１乃至５ｎｍの厚さを有する、請求項１
に記載の半導体構造。
【請求項７】
　前記界面層が１乃至８０原子パーセントのＳｉ含有量を有する、請求項１に記載の半導
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体構造。
【請求項８】
　前記界面層が段階的に変動し得るＳｉ含有量を有する、請求項１に記載の半導体構造。
【請求項９】
　前記高誘電率（ｋ）の誘電体が、４.０よりも大きい誘電率および０.１乃至１０ｎｍの
厚さを有する、請求項１に記載の半導体構造。
【請求項１０】
　前記高誘電率（ｋ）の誘電体が、酸化物、窒化物、酸窒化物、シリケート、またはそれ
の混合物を含む、請求項１に記載の半導体構造。
【請求項１１】
　前記高誘電率（ｋ）の誘電体がＨｆベースの材料である、請求項１に記載の半導体構造
。
【請求項１２】
　前記界面層がＳｉＯ２またはＳｉＯＮを含み、および前記高誘電率（ｋ）の誘電体がＨ
ｆＯ２、Ｈｆシリケート、またはＨｆ酸窒化物を含む、請求項１に記載の半導体構造。
【請求項１３】
　前記ＴｉＣが４.７５および５.３ｅＶの間の仕事関数を有する、請求項１に記載の半導
体構造。
【請求項１４】
　前記ＴｉＣ層の上にＳｉ含有導電材料を更に含む、請求項１に記載の半導体構造。
【請求項１５】
　前記界面層、前記高誘電率（ｋ）の誘電体、および前記ＴｉＣゲート金属がゲート領域
にパターン化される、請求項１に記載の半導体構造。
【請求項１６】
　ＴｉＣ金属化合物を製造する方法であって、
　Ｔｉターゲットと、Ｈｅ希釈された炭素（Ｃ）源およびＡｒを含む雰囲気とを準備する
ステップと、
　前記雰囲気において前記ＴｉＣターゲットからＴｉＣ膜をスパッタするステップと
　を含む、方法。
【請求項１７】
　前記炭素源がアルカン、アルケン、またはアルキンである、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記炭素源がアルキンおよびＣ２Ｈ２である、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記Ｈｅが、前記炭素源を希釈するために７０乃至９９％の量で使用される、請求項１
６に記載の方法。
【請求項２０】
　前記Ａｒが１乃至１００ｓｃｃｍの流量で提供され、前記Ｈｅ希釈された炭素源が１乃
至１００ｓｃｃｍの流量で提供される、請求項１６に記載の方法。
【請求項２１】
　高誘電率（ｋ）の誘電体および界面層を含む積層体を基板の表面上に設けるステップと
、
ＴｉＣターゲットとＨｅによって希釈された炭素（Ｃ）源およびＡｒを含む雰囲気とを準
備することにより前記積層体上にＴｉＣ膜を形成するステップと、
前記雰囲気において前記ＴｉターゲットからＴｉＣ膜をスパッタするステップと
を含む、半導体構造を形成する方法。
【請求項２２】
　前記ＴｉＣ膜の上にＳｉ含有導電材料を形成するステップを更に含む、請求項２１に記
載の方法。
【請求項２３】
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　前記ＴｉＣ膜と、前記高誘電率（ｋ）の誘電体および前記界面層を含む前記積層体とを
、パターン化されたゲート領域にパターン化するステップを更に含む、請求項２１に記載
の方法。
【請求項２４】
　前記Ｓｉ含有導電材料と、前記ＴｉＣ膜と、前記高誘電率（ｋ）の誘電体および前記界
面層を含む前記積層体とを、パターン化されたゲート領域にパターン化するステップを更
に含む、請求項２２に記載の方法。
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